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Examen : Electronique Fondamentale 2

Nom ... Prénom: ... Groupe : ...............

Exercice n°1 : (4.5pts)

1. Un transistor ayant un courant collecteur égale & 10mA et un courant de base égale a 40pA. Quel est le gain
en courant de ce transistor en donnant la formule de calcul ?

Réponse :

Le gain en courant €5t dONNE Par : ............oiiiiiiiiiiei e

Le gain en courant €gale & 1 ...

2- Un transistor ayant un gain en courant égale & 175 et un courant de base égale a 0.1mA. Quel est le courant

collecteur de ce transistor en donnant la formule de calcul ?

Réponse :

Le gain en courant est dOnné Par 1 ...............ooooiiiiii i

Le gainencourant gale & : ...........cooueeeeeneee e PN

3- Un transistor ayant un courant collecteur égale 4 2mA et un gain en courant égale & 135. Quelle est la valeur

du courant de base de ce transistor en donnant la formule de calcul ?

Réponse :

La valeur du courant de base est donnée par :

La valeur du courant de base 6gale & 1 .................ccooooiiiiiii
Exercice n°2 : (7.5pts) Ve
Dans le montage ci-contre, on donne Rg = 2.7 M, Rc = 2.7 kQ. La tension I
d’alimentation est égale & Voc=9V. Le transistor est caractérisé par Vee=0.7 V et R, § é R
£=350.

L. Calculer les coordonnées du point de polarisation de ce transistor.

2. Tracer la droite de charge statique et mettre le point de fonctionnement.

Solution d’exercice n°2 :
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Exercice n°3 : (8pts) Yoo

Le montage ci-contre représente un circuit de polarisation d’un transistor NPN R.

par résistance base-collecteur.
On donne : R1=27kQ, R2=3kQ, Re=3kQ, Vege=0.7V, Vcc=12 V et = 100. R,

1. Calculer le courant I; circulant dans la résistance Ro.

/
. . . : 5
2. Déterminer le point de fonctionnement de ce montage. R: %
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Exercice n°1 : (4.5pts)

1. Un transistor ayant un courant collecteur égale & 10mA et un courant de base égale a 40pA. Quel est le gain
en courant de ce transistor en donnant la formule de calcul ?
Réponse :
. , I, ar oy
Le gain en courant est donné par: f=-< 7

) I. 10x103
Le gainencourantégalea: f=-t=—""_—=|8=250
5 & A 40x10°° A

IB
2- Un transistor ayant un gain en courant égale & 175 et un courant de base égale & 0.1mA. Quel est le courant

collecteur de ce transistor en donnant la formule de calcul ?

Réponse :
. . 7 )
Le gain en courant est donné par: I, = pI, AN/

Le gain en courant égale & : 1, = BI, =175x0.ImA = |7 =17.5mA

3- Un transistor ayant un courant collecteur égale a 2mA et un gain en courant égale 4 135. Quelle est la valeur

du courant de base de ce transistor en donnant la formule de calcul ?

Réponse :
I

La valeur du courant de base est donnée par: 1, =-< < ‘
B j /
I. 2x107°
La valeur du courant de base égale a: 7, =—< = =|I, =14.81uA
g B B 135

Exercice n°2 : (7.5pts)

Dans le montage ci-contre, on donne Rz = 2.7 MQ, Rc = 2.7 kQ. La tension

d’alimentation est égale a Vcc=9V. Le transistor est caractérisé par Vge= 0.7 V et

B=1350. R,

AAAA
VV\Vv

1. Calculer les coordonnées du point de polarisation de ce transistor.

2. Tracer la droite de charge statique et mettre le point de fonctionnement.
Solution d’exercice n°2 : ‘;Q

1. Calcul des coordonnées du point de polarisation du transistor :

Les équations du circuit sont :
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7)
A |
Vec=RIB+VBE «.ccvvvvvininnnnnnnn. 1) /g/)

Vec=RcIcTVCE woevieeeinninannn. 2) Q\)

A partir de I’équation (1), on a au point de fonctionnement :

v v 9-0.7

[, =——F AN: ———— =, =3.07,A G
® R fw = 710 Ly =3074A

On a également :

I0=BIB0 eeeeeeeeeeeaannnn (3)Qy AN: I, =350x3.07x107 :> Q/

Donc a partir de I’équation (2), on peut déduire :

Voo =V ec —Reol co AN: Vg, =V —2.7x10° x1.07x10° =, =6.11V] @/
Le point de polarisation du transistor est alors : Q(V o, =6.11V, I, =1.07mA). @

2. Tracé de la droite de charge statique :

47 (mA)

Droite de charge statique ( j\ )

Q(Vee=6.11V, keo=1.07mA)

i3 3 4 5 6 7 8§ 5 V)

Figure : Droite de charge statique
Exercice n°3 : (8pts)
Le montage ci-contre représente un circuit de polarisation d’un transistor NPN
par résistance base-collecteur.
On donne : Ri=27kQ, R:=3 kQ, Re=3kQ, Vge=0.7V, Vcc=12 V et 5= 100.
1. Calculer le courant b circulant dans la résistance R».

2. Déterminer le point de fonctionnement de ce montage.

Solution d’exercice n°3 :

1. Calcul du courant I : :
J 0.7
Ona:VBE=IZR7:>IZ=Vi @ AN: I,=——=|I,=0.233mA
- R 3x10

2
2. Détermination du point de fonctionnement : les équations de ce montage au point de polarisation sont :
Vee = Re (Icot I) + Vero
TeO=BIB0 ceeeeeeeeieiiieiiieiei e
Vecc=Rc (Icot h)+tRi1+R I

Etpuisque: 1 =L +Igo (selon le circuit)

On aura alors
Vee=Rc (BIso + b+ Ipo)+ Ry (Lt Ipo) + R2 12 @
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Donc,
Vee =(Re+R +R) L, + (B+DR+R)y «.een... 3)
A partir de I’équation (3), on peut déduire

_ Vcc _(Rc +R: +Rz)]z
B (B+DR. +R,

B 12-(3x10° +27x10° +3x10°)x0.233x10° 127,689

- = |1, =13.06uA O
(100+1)x3x10° +27x10° 330x10° = = A

Le courant Ico devient: I, =pBI,, AN: I, =100x13.06x10"° =|I, =1.306mA CD )
Le courant [; devient: I, =1,+I,, AN: I =0.233x107+13.06x10° =|7, =0.246mA O,(

D’aprés 1’équation (1), on peut déduire facilement que :

Vg =V e —(Ico +1, )X Re AN :V,, =12—(1.306+0.246)x107 x3x10° = [/ o, =7.344V] @

Les coordonnées du point de fonctionnement du transistor sont : (¥, =7.344V, I, =1.306mA).

AN:J

BO

Page 3 sur 3



	doc00353620201010093314
	doc00353720201010093403

